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１．概要（Summary） 

研究室において、表面活性化接合による低温(液体窒

素温度～200 °C 程度まで)接合技術に関する研究を進

めている。接合を行うにあたり、接合するための膜(中間

層)を堆積した接合試験用のダミーチップを作製する必要

があった。今回、ナノテクノロジー・プラットフォームの設備

を利用し、接合サンプルの作製を行ったので報告する。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

・光リソグラフィ装置 MA-6 
・ブレードダイサー 

・ダイシングソー 

・超高真空蒸着装置(NSP2) 
【実験方法】 

接合用のダミーチップを作製する場合、ベタ膜のウェハ

をダイシングしてしまうと、エッジ部分にバリが発生してしま

い、接合サンプルとして利用できない可能性がある。そこ

で今回、フォトリソグラフィ及びエッチングを用いてテラス

構造を持つサンプルを作製した。  
 今回行ったプロセスのフローをFig. 1に示す。熱酸化膜

付きSi基板にフォトリソグラフィによってレジストパターンを

形成し、レジストをマスクとして BHF によって SiO2 をエッ

チングした。その後、パターニングされたSiO2をマスクとし

て KOH によって Si 基板をエッチングし、再度 BHF によ

って SiO2 をエッチングすることでテラス構造を持つ Si 基
板を作製した。同テラス付き基板に接合用の中間層(今回

は Au 10 nm/Ti 3 nm 膜)を成膜し、ダイシングによって

小片化して接合用のダミーチップとした。 
 

Fig. 1 Schematic process of sample preparation. 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 本プロセスによって作製したチップの光学写真及び表

面粗さの測定結果をFig. 2に示す。今回、2 mm□のテラ

スを作製したが、Fig. 2(a)より、バリ・異状などなくテラス構

造を作製出来ていることが分かる。また AFM による表面

粗さの測定結果(Fig. 2(b))より、非常に平滑な表面が得ら

れており、プロセスによって表面が粗くなっておらず、接合

試験に使用できることが分かる。 

 

       (a)                     (b) 
Fig. 2 (a) Photo of prepared sample, (b) AFM image 
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